Posudek diplomové prace:

Be. Lukas Strizik — Chalkogenidova skla systému Ge-Sb-Te

Be. Lukas Strizik se ve své diplomové praci ,,Chalkogenidova skla systému Ge-Sb-Te*
zabyval pfipravou tenkych vrstev o slozeni Ge,SbyTes (x=0; 0.3; 4.2) metodou RF magnetronového
napraSovani. Cilem této prace bylo posoudit vliv zvolenych depozi¢nich podminek na strukturni,
kompozi¢ni, optické a transportni vlastnosti pfipravenych vrstev.

Zakladnim motivem pro studium téchto systému je studium moznosti vyuziti téchto materiali
pro vyrobu tzv. net€kavych (nonvolatile) paméti pracujicich na principu fazové zmény pouzitého
materialu. (PhaseChangeMemories). Tradiéné vyuzivané paméti Ge,Sb,Tes slouzici jako uz delsi
dobu jako zdznamové médium v DVD-RW discich popf. NVM (Non-volotile memmories) pamétech
v polovodi¢ovém primyslu degraduji béhem pouzivani a v soucasné dob€ se hledaji cesty jak jejich
Zivotnost prodlouzit. V této praci byla studovdna mozZnost pfipravy vrstev obsahujicich vy$si
koncentraci Sb jako strukturnitho modifikatoru. SloZeni Ge,Sbg,Tes bylo zvoleno z divodu, Ze pravé
toto slozeni maji degradované vrstvy vyse zmin€nych tradi¢nich paméti.

V piehledné a logicky vystavéné teoretické ¢asti autor nejprve uvadi zakladni literarni
poznatky tykajici se chalkogenidovych skel, jejich chemického slozeni, struktury a jejich nékterych
optickych a elektrickych vlastnosti. V teoretické Casti se pak zabyva nejbéznéji pouZivanymi
technologiemi pfi pfiprave tenkych vrstev amorfnich chalkogenidii. Z hlediska cilové aplikace (PCM
paméti) Be. Lukas Stfizik dale popisuje nejpouzivanéjsi pouzivané zplsoby praktického provadéni
fazovych transformaci u téchto materiald, tj. zplisobu zapisu resp. &teni informace u PCM materialii
(opticky a elektricky). Dobfe zpracovanéa experimentéalni ¢ast popisuje metodu piipravy tenkych vrstev
vySe zminénych materidld a jeji podminky, metody strukturni a kompozi¢ni charakterizace
pfipravenych vrstev a nakonec také experimentdlni metodiku pouZitou pro studium optickych (opticka
propustnost UV-VIS-NIR a VASE-elipsometrie) a elektrickych vlastnosti (plo$ny odpor podle van der
Pauwa). |

Magnetronovym RF naprasovanim ptipravil Be. Lukd$ Stfizik sady tenkych vrstev ze tii
targetll vySe uvedenych slozeni, na tfech riznych podlozkach, pfi tfech riiznych depozi€¢nich thlech a
za stejnych depozi¢nich podminek (par, prr, vzdalenost targetu). VSechny pripravené vrstvy byly jak
rentgenograficky, tak i morfologicky (SEM) amorfni. U nékterych vzorki byl na SEM-snimcich
vzorkii pouzitych pro teplotni zavislost plodného elektrického odporu pozorovan vznik krystalické
faze. SloZeni pfipravenych vrstev byly zjistény energiové-disperzni analyzatorem (EDX) v SEM
mikroskopu. Jeji pouZiti v ptipadé vrstev tencich nez 100 nm neni pfili§ spolehlivé. Autor si tuto
skute¢nost uvédomuje a se spravnou davkou védecké skepse je vyuziva k diskuzi dalSich vysledkd.
Stejné tak jako u diskuze optickych parametrt zjisténych VASE elipsometrii. Cennym poznatkem

v této praci pak jsou naméfené teplotni zavislosti ploSného odporu, a to i pfes to, Ze diky detekénim



schopnostem pouZzitych piistroji je nebylo v nékterych piipadech mozné uréit ve srovnatelnych

teplotnich intervalech.

Diplomova préace je vypracovana peclivé a prehledné a kromé nékolika pieklepi mam k ni vlastné jen

par pifipominek:

1. V zadani diplomové prace je uvedeno, ze mély byt pfipraveny objemové vzorky studovanych
skel. NenaSel jsem v praci zddnou zminku o jejich pfipravé popf. jejich dalSim pouziti. Tyto
objemovéa skla mély pravdépodobné byt pouzity pro pfipravu targetd pro magnetronové
napraSovani a ukazalo se, ze jsou komeréné dostupné, tak bylo rozhodnuto je ,pripravit” timto
zptisobem. Pokud tomu bylo takto, tak k tomuto pristupu nemam dal$ich pfipominek.

2. Kromé& formalné€ nespravného zapisu vrstevnaté struktury Sb,Te; na str. 44 (dolni index je
v chemii vyhrazen pro poéty atomi), vétSina védecké komunity stale povazuje vazby Te'-Te'
za spiSe van der Waalsovského typu (jako ostatn€ u vrstevnatych slouenin studovaného
systému Ge-Sb-Te) na rozdil od [54]. Antistrukturni poruchy v tomto materialu Sby, nejsou
kladné nybrz zaporné€ nabité.

3. Rentgenova difrakéni analyza byva métenena v rozmezi thli 2@ a ne pouze ® (str. 55 a obr.

4.2)

Posledni dv& pripominky jsou, ale jen opravdu formélni a nijak nesnizuji hodnotu diplomové préce,
ktera je dokladem toho, Ze autor vykonal znacny objem experimentalni prace a prokazal

schopnost zhodnotit ziskané vysledky.

Praci hodnotim zndmkou: Vyborné

V Pardubicich 20.5.2010 A Ing. Jiri Navrétil, Csc.
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